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1. はじめに 

GaAs(110)面方位の量子井戸 (QW) は、(100)面とは異なる成長メカニズム[1]、面内光学異方性

[2]、T型量子細線[3]、電子スピン緩和[4]などの各種物性の解明およびデバイス応用において注目

を集めてきた。しかしながら、多くの先行研究では、分子線エピタキシー(MBE)法による結晶成長

において低い成長温度(≦500°C)を利用しており[5]、高温成長における研究報告は限られている[1]。

一般に、高温側で成長することにより結晶品質が向上すると期待されることから、本研究では、

高い成長温度領域で(110)GaAs/AlGaAs 多重量子井戸 (MQW) を作製し、表面形態・フォトルミネ

ッセンス(PL)およびスピン特性を系統的に評価したので報告する。 

2. 実験 

GaAs(110)基板上に 60周期の GaAs/AlGaAs MQW を、成長温度(Tg)を変えて作製した(Tg =460 ~ 

580°C)。高い成長温度による As取り込み効率の減少および表面荒れを抑制するために、As供給

源として As2を利用した。試料の表面形態は原子間力顕微鏡(AFM)、PL寿命および電子スピン緩

和時間はストリークカメラを用いた時間分解 PL 法により評価した。 

3. 結果 

 Tgを 460°Cから 580°Cまで上げると AFM観察における表面平均粗さは 0.4 nmから 7.7 nmまで

大幅に増加するものの、いずれの試料においても室温 PL スペクトルは典型的な量子井戸発光ス

ペクトルを示した。従って、全ての試料において同様な量子井戸構造が形成されていることが分

かった。図 1に室温における PL寿命の Tg依存性を示す。低い Tg (≦500°C)では PL寿命は数 ns程

度であり、As4を利用した我々の既報[5]と同程度の値である。Tgを上げるにつれて PL 寿命は増加

し、Tg = 580°Cで最大値 40 nsを示した。この値は(110)面試料としては我々の知る限り最高値であ

り、既報における(100)面の高品質試料と同様の水準に到達している[6]。PL 強度の温度依存性と

PL 寿命のデータをもとに非発光再結合寿命を算出すると約 40 nsであることから、当該試料では

非発光再結合センター密度が極めて低いと示唆される。また、作製した全試料の電子スピン緩和

時間は 4~7 nsであり、成長温度依存性を示さないことが分かった。 
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Figure 1 Growth temperature dependence of PL 

decay time measured at room temperature (RT). 
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